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【００１９】
［イオンマイグレーション］
　本発明の回路を用いて、イオンマイグレーション試験を行い短絡の発生する時間を測定
してイオンマイグレーションの程度を推定した。イオンマイグレーションとは金属の電気
化学的な移動現象であり、これが発生すると電圧を印加すると電気分解作用により銀が樹
枝状に移動成長し、電極間の絶縁抵抗が低下したり短絡する問題点があることが一般に知
られている。
　この試験には、粒径０．６μｍの銀粒子にパラジウム５ないし１０重量％を電解メッキ
により４．５ｎｍ～９．０ｎｍの膜厚を被覆した導体粒子を含有するペーストを使用した
。比較例として、銀粒子粒径０．６μｍに粒径０．２μｍのパラジウム微粒子を５、１０
重量％混合し付着させた導体を使用し、脱イオン水滴下法（試験条件　電源電圧：１．０
０Ｖ、滴下量：３．０μｌ、測定ラインＬ／Ｓ＝１５０／１５０μｍ）にてイオンマイグ
レーションの試験を実施しその結果を図６に示した。短絡時間（定義：通電にパターン間
の抵抗値が１ＭΩ以下に到達する時間）が長いほど耐マイグレーション性が向上している
こととなり、この導体を実際に使用するにあたっては銀を使いながらイオンマイグレーシ
ョンが生じない利点があることになる。
　試験の結果、パラジウムを被覆または混合することにより短絡時間が長くなる傾向を示
すが、本発明のパラジウム皮膜を形成した銀粒子が耐マイグレーション性においては圧倒
的に優れていることが図６から明らかである。
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